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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

A  – работа выхода 
C  – электрическая емкость 
с  – скорость света в вакууме 
D  – коэффициент диффузии 
d  – длина, расстояние 
E  – напряженность электрического поля, энергия 

CE  – энергетический уровень дна зоны проводимости 

VE  – энергетический уровень потолка валентной зоны 

iE  – энергетический уровень середины запрещенной зоны 

FE  – энергетический уровень Ферми 

gE , ΔE – ширина запрещенной зоны 

F  – площадь 
f  – частота, функция 
h  – толщина, постоянная Планка 
I  – электрический ток 

0,SI I  – ток насыщения 

GI  – ток термогенерации 
i  – мгновенное значение тока 
J  – интенсивность излучения 
j  – плотность тока 
k  – постоянная Больцмана 
L  – индуктивность, диффузионная длина носителей заряда 

nL  – диффузионная длина электронов 

pL  – диффузионная длина дырок 

l  – длина, расстояние 
m  – масса 
m  – эффективная масса 

*
nm  – эффективная масса электрона 
*
рm  – эффективная масса дырки 
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N  – число частиц, концентрация легирующей примеси,  

0N  – число Авогадро 

VN  – эффективная плотность состояний в валентной зоне 

CN  – эффективная плотность состояний в зоне проводимости 

АN  – концентрация акцепторов 

ДN   – концентрация доноров 

n  – концентрация электронов, число витков, показатель пре- 
                   ломления 

0n  – равновесная концентрация электронов 

in  – собственная концентрация электронов 

0nn  – равновесная концентрация электронов в области, где элек- 
                   троны являются основными носителями заряда 

nn  – концентрация электронов в области, где электроны являют- 
                   ся основными носителями заряда 

pn  – концентрация электронов в области, где электроны являются 

                   неосновными носителями заряда 
n  – избыточная концентрация электронов 

P  – поляризованность, мощность 
p  – концентрация дырок, давление 

0p  – равновесная концентрация дырок 

ip  – собственная концентрация дырок 

0pp  – равновесная концентрация дырок в области, где дырки  

                   являются основными носителями заряда 

pp  – концентрация дырок в области, где дырки являются основ- 

                   ными носителями заряда 

np  – концентрация дырок в области, где дырки являются неос- 
                   новными носителями заряда 

p  – избыточная концентрация дырок 
Q  – заряд 
R  – активное сопротивление, универсальная газовая постоянная 
r  – радиус 
S  – площадь, крутизна передаточной характеристики 
T  – температура 


